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Donner une définrtion d utr setri-conducteur à gap drrcct et indir-tct

.' C'est quoi un semi concl ucteur intrirrseque et e^Trltr';t'que.i

.: Donner la différence entre Un se mi'conducteur dope rr et dope p

., Si on a le serni-conducteur sriiciurn (Sr), par quoi plourrolls nou:, 1c rlt per pour

.: soit un semi-conductcur dc ty;:c n i
r: soit un setni-conducteur de type p i
l, Dans le cas d'Un semi-conducteUr de type n, oU se troUve le niveau de rernrr

rapport au niveau de Fermi intrinsèque Er(') ?

r:,Quandpeut-onparlercl'unscmt-conducteurrjctypcnoupaffirmc?

avor r

t,,{n) par
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A- Soit un crislal clc siliciurm dr.'pil;vcc dr-r borc ii raison cl c l-0" ati.''rncs/ct-l-r'

, Err supposant qu'à i;0 "K, tous lcs atorncs cic Si sont ncutrtls, qucllc:, s'Jnl lcs

concentrations des alomes ionisés et neutres de bore, si ia r.oncentraiiorr des

porteurs majoritalres vatlt 10'is trous/cm:' ?

Dédulre la concentration des porteurs minoritaires

B- On porte la températurc du cristal c1e 50 à 300 ''l( dc:ortc qut'tu\.rs ics..rit'rrr-u's

a d cl it if s t ri va I e n ts d evi e tr tr r-' i-l t I r'l n I s e s

Cu ( *ict la c.rlnr etlTratirl't :

' intrinsèque;
r': des trous libres;
; des électrons libres

.: Determirrer la position du niveau de Fermi Ertpi par rapport au niveau inttlnseque L'

,, Trouver la température pour laquelle la concetrtration intrirrsèque devient eqaie à la

coi.r.rcnrration des atomes acce pleLrrs Pour facilrtcr ics ralculs, on négligc ia v;lr etioi: dc:s

conci:'ntiiltions r:ffccttvcs Nc ct Nv 'tvcu l: tcmpératrlrc

ûn don,tt: Eg = 1 12 eV, ,1t,,=g 1] i0 ii l<g, m,,'= 1.05 X [T]11, t'r.11 ,.0.61 x r,,,, l(-1.38 lil " l l('

= 8.62- 10 '' eV.l( ',i't = 6.6) L0 
r'1 I s
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. lVlonrrer que le niveau de Fcrrni

n-rtliei; Ce la L;ande lnterrlite.

t-'l'r pour urt semic-r:Ttducteur inti-lnsèqLltr stl -'ittli' ;rt]

.i Calculer Ia position du nivcau dc [:ermi Er

scmiconclucteur dopcl N et un si:t-l-licotlductcur dopi:

'r, Le niveau rJe Fermi pour Ll n matériau partic.ulier

distrrbution élecrrontque dans ce nralériatr suit la loi

pc)I rapport au fllvcau L l) !lLrLl r Lln

P

à l=3001(, est situé a L1 ' 5 25,.:V ert ia

de tern-ri.Drrac,

h)
,.. !
À.1

'Irouvcr la probabilité pour qu'un nivcau d'énc,:rgic situé à E=6.5 erV soit occuper

Refaire la même question sl la tenrpérature ilasse a 950'li

Iféterminer la terrrpéralu[e à laquelle la probabiltte pour qu'un nlveau ["0'3 tv err

l.r.rs de [1 soit vide cle 1',
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